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В настоящее время эффективное использование алмазного сырья и получение из него более качественных по всем характеристикам бриллиантов, является главной задачей алмазогранильного производства. Так как по своей природе кристаллы алмаза не могут иметь идеальную структуру, в них могут располагаться различные дефекты, такие как: трещины, дислокации, включения, внутренние напряжения. Все эти несовершенства вызывают значительный спад в цене. Поэтому  возрастает требования к чистоте и совершенству алмазов, поскольку дефекты и дислокации оказывают вредное влияние на внешние характеристики, а также играют существенную роль в процессе их роста, интерес к изучению дислокаций особенно возрос. Изучение структуры вещества на атомном уровне позволяет определить техническую характеристику качества кристалла. [3] Поэтому исследование структурных несовершенств алмаза является актуальной задачей. 

Кристаллы алмаза могут содержать значительное количество линейных дефектов, которые могут влиять на физические и химические свойства  кристаллов. [1] Линейные дефекты принято называть дислокациями. Дислокации возникают вследствие нарушения правильности расположения частиц, которые в свою очередь слагают структуру реальных кристаллов, то есть любое отклонение от идеальной структуры ведет к дефектности в кристаллах. [3]
 Целью работы является получение количественных значений плотности дислокаций на гранях природных кристаллов алмаза методом рентгеноструктурного анализа. Прямые наблюдения дефектов кристаллической структуры алмаза методами рентгеноструктурного анализа позволяет установить присутствие практически во всех кристаллах небольших количеств дислокаций, большая часть которых располагается в виде пучков, расходящихся от центра кристалла (иногда от включений) к его поверхности. [1]
Для исследования были использованы 8 алмазов правильной   октаэдрической формы. По цветовым характеристикам они относятся от 4С - 7С. Цвет варьируется от желтоватых до сероватых оттенков. Вес составляет 0.4 – 0.6 сt. По размерности условно- ситовой группы наши кристаллы относятся 2 gr. и к позиции по шкале GIA Rejection Stones 1и 2 качества. Алмазы этой позиции представляют собой гладкогранные кристаллы, правильной формы с искажениями, с различными дефектами во всех зонах. [2] Также имеют единичные трещины и затертые вершины.   
Измерение плотности дислокаций на гранях исследованных кристаллов проводилась с помощью дифрактометра высокого разрешения «Ultima IV» Rigaku- рентгеновский дифрактометр многоцелевого назначения производства RIGAKU  (Япония). Использовалась рентгеновская трубка с хромовым анодом. Съемка проводилась с 8 граней каждого исследованного кристалла. Были получены количественные значения и выведены средние показатели плотности дислокации.
Для наших расчетов мы использовали формулу Вульфа – Брэгга. Подставляя значения полученных данных в формулу (1), мы получили значения  плотности дислокаций на гранях  (111).
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где ȷ=05 – коэффициент пропорциональности. G-модуль сдвига.
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, 
где Е=825 Гпа – модуль Юнга, υ=0,068 – коэффициент Пуассона подставляя эти значения получаем модуль сдвига G=386 Гпа.
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 - вектор Бюргерса, 

где                                             [image: image10.png]



т.к. мы работали с плоскостью отражения (111) ,. значения u, υ и w равны 1. Ctg²ϴ - угол скольжения образца.     
Рентгенографические спектры - это прямое свидетельство дефектности кристалла, показывающее плотность дислокаций дефектов кристаллов алмаза.  [1] Поэтому свои исследования мы проводили с помощью рентгеноструктурного анализа. В основе этого метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической решетке. [4] Далее мы получили дифрактограммы и сделали расчеты по формуле Вульфа-Брэгга. По этим расчетам можно сделать следующий вывод: все наши образцы имеют, то или иное количество дислокаций, которые возможно повлияли на степень их дефектности в процессе их роста. 
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